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   Ｈ０１Ｌ  41/18    １０１Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  41/18    １０１Ｚ
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【手続補正書】
【提出日】平成21年10月20日(2009.10.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＦＢＡＲスタックを備える温度補償型薄膜バルク音響共振器（ＦＢＡＲ）デバイスであ
って、
　前記ＦＢＡＲスタックが、
　　温度係数を有する共振周波数によって特徴付けられるＦＢＡＲであって、該ＦＢＡＲ
は、両側にある平面電極と、該電極間にある圧電素子とを有し、該圧電素子は、前記共振
周波数の前記温度係数が少なくとも或る程度依存する温度係数を有する、ＦＢＡＲと、
　　ドープされた二酸化珪素を含む温度補償層
　とを備えることからなる、ＦＢＡＲデバイス。
【請求項２】
　前記二酸化珪素は、第ＩＩＩ族元素の原子がドープされる、請求項１に記載のＦＢＡＲ
デバイス。
【請求項３】
　前記温度補償層は前記電極のうちの一方に近接して配置される、請求項１又は２に記載
のＦＢＡＲデバイス。
【請求項４】
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　前記温度補償層は、前記電極のうちの一方と前記圧電素子との間に配置される、請求項
１から３のいずれか１項に記載のＦＢＡＲデバイス。
【請求項５】
　前記ＦＢＡＲスタックは、前記電極のうちの他方に近接して配置される付加的な温度補
償層をさらに備え、該付加的な温度補償層は、ドープされた二酸化珪素を有する、請求項
１から４のいずれか１項に記載のＦＢＡＲデバイス。
【請求項６】
　前記温度補償層は前記圧電素子に埋め込まれる、請求項１又は２に記載のＦＢＡＲデバ
イス。
【請求項７】
　前記ＦＢＡＲは下側ＦＢＡＲであり、
　前記ＦＢＡＲスタックは、
　　前記下側ＦＢＡＲ上に積重される上側ＦＢＡＲであって、両側にある平面電極と、該
電極間にある圧電素子とを含む上側ＦＢＡＲと、
　　前記ＦＢＡＲの間にある音響デカップラ
とをさらに備えることからなる、請求項１から６のいずれか１項に記載のＦＢＡＲデバイ
ス。
【請求項８】
　請求項１から６のいずれか１項に記載のＦＢＡＲデバイスであって、
  前記下側ＦＢＡＲ、前記上側ＦＢＡＲ及び前記音響デカップラは、第１の減結合スタッ
ク型バルク音響共振器（ＤＳＢＡＲ）を構成し、
  前記ＦＢＡＲスタックは、下側ＦＢＡＲと、該下側ＦＢＡＲ上に積重される上側ＦＢＡ
Ｒと、該ＦＢＡＲ間にある音響デカップラとを含む第２のＤＳＢＡＲをさらに含み、
　前記下側ＦＢＡＲを相互接続する第１の電気回路と、前記上側ＦＢＡＲを相互接続する
第２の電気回路をさらに備えるＦＢＡＲデバイス。
【請求項９】
　前記ＦＢＡＲは第１のＦＢＡＲであり、
　前記ＦＢＡＲスタックは、１つ又は複数の付加的なＦＢＡＲをさらに含み、
　前記ＦＢＡＲはラダーフィルタとして相互接続される、請求項１から６のいずれか１項
に記載のＦＢＡＲデバイス。
【請求項１０】
　前記ＦＢＡＲは下側ＦＢＡＲであり、
　前記ＦＢＡＲスタックは、
　　前記下側ＦＢＡＲ上に積重される上側ＦＢＡＲと、
　　前記ＦＢＡＲ間にあって、ブラッグ構造を含む音響デカップラ
とをさらに含み、
　前記温度補償層は前記ブラッグ構造の１つの層を構成する、請求項１に記載のＦＢＡＲ
デバイス。
【請求項１１】
　ＦＢＡＲデバイスを形成する方法であって、
　基板を設けるステップであって、該基板中に空洞が画定され、該空洞は犠牲材料で満た
されることからなる、ステップと、
　前記犠牲材料上にＦＢＡＲスタックを形成するステップであって、ドープされた温度補
償材料を含む温度補償層を堆積するステップを含むステップと、
　 ドープされていない形態の前記温度補償材料に適合しないエッチャントを用いて、前
記空洞から前記犠牲材料を除去するステップ
を含む方法。
【請求項１２】
　前記ドープされた温度補償材料は、ドープされた二酸化珪素であり、前記犠牲材料は燐
酸シリケートガラスであり、前記エッチャントは希薄フッ化水素酸である、請求項１１に
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記載の方法。
【請求項１３】
　前記二酸化珪素は第ＩＩＩ族元素がドープされる、請求項１２に記載の方法。
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